SP 105 &

Implantierte Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle mit ein-
geschlossenem Glasfilter. Sie ist als Fotodetektor fiir
elektronisch gesteuerte Kameras einsetzbar.

Sie zeichnet sich durch eine gute Anndherung der
Empfindlichkeit an die V (4)-Kurve aus und wird ohne
duBere Spannungsquelle betrieben.
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B P ol 5 Ansicht A
KenngréBen bei ¢, = 25°C min.  typ. max
KurzschluBstrom
bei E = 10° Ix, Rp=10Q Ig 2,0 3.0 40 pA
Leerlaufspannung
bei E = 10% Ix, R = 107 @ U, 330 440 - mV
Nullpunktwiderstand R 5.10° 1.100 Q
Wellenlédnge der max.
spektralen Empfindlichkeit Iup 520 555 580 nm
relative spektrale
Empfindlichkeit
bei 1 = 400 nm shiai - 0,3 0,5
bei 1 = 700 nm shyel —_ 0,1 0,25
Aktinitat fir Farb-
temperatur 4700 K I(Xe) 0,9 1,0 1.1
KurzschluBempfindlichkeit
im Bereich
Ey = 10-° bis 103 Ix
RL=102 sy - 3,0 —  nAflx
Anstiegszeit
bei IP'h = 10 uA,

Rp == 1kQ, 1 = 650 nm t, - 1,0 — us
Abfallzeit

bei lPh = 10 j.l‘A.

R = 1kQ, 1 = 650 nm tg ' - 1,0 - us
Sperrschichtkapazitat

(Eq = 0) of = 0,3 ~ nF
Temperaturkoeffizient

der Leerlaufspannung Ko - 2 - mV/K
Temperaturkoeffizient

des KurzschluBstromes TKix -+0,05 %/K
Lagerungs-

temperaturbereich Psrg —~25 70 .
Betriebs-

temperaturbereich ? -15 55 ™



Si-Sensorzelle mit eingeschlossenem Glasfilter

Typ Kennwerte bei Ta = 25 °C Bau-
KurzschluB- - Ausgangs- Ausgangs- | Wellenliinge spektrale form
strom bei EV spannung \bei R, |widerstand | max. Empfindl. | Empfindl. bei RL

IK ‘ 0 RO A smax Sa A
(pnA) (Lx) (mV) (Ohm) (Ohm) (nm) (us) (nm) {{Ohm)
SP 105 3- 103 a0 | >107 |15 . 10" 555 0,3 | 400 |>100| 57
0,1 700
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